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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月21日(2014.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（１）で表わされるシリコーン誘導体。
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【化１】

（一般式（１）において、２ｎ＋２個のＸのうち少なくとも一つは、一般式（２）で表わ
され、その他のＸ及びＲは、それぞれ独立に炭素数１～２２のアルキル基、若しくはアル
コキシ基、炭素数２～２２のアルケニル基、炭素数６～２２のアリール基、ポリエーテル
基、又は水酸基であり、ｎは０～３０００００の整数である。）

【化２】

（一般式（２）において、Ａは、窒素原子を有する炭化水素基であり、Ｑは、一般式（３
）で表わされ、ｍは１～１０の整数である。）

【化３】

（一般式（３）において、Ｒ１は炭素数１～２３の炭化水素基であり、Ｒ２は水素又は炭
素数１～３の炭化水素基であり、Ｙはカルボキシル基、スルホン酸基、硫酸エステル基、
リン酸エステル基又はそれらの塩であり、ｊ、ｋはそれぞれ独立に０、１又は２のいずれ
かの整数であって、ｊ、ｋは同時に０ではない。）
【請求項２】
　一般式（２）が、一般式（４）である請求項１に記載のシリコーン誘導体。
【化４】

（一般式（４）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｙ、ｊ、ｋは一般式（３）と同様であり、Ｒ３は
炭素数１～２２の炭化水素基であり、－Ｚ－は－ＮＲ’－（Ｒ’は水素又は炭素数１～１
０の炭化水素基である。）を示す。）



(3) JP 2012-219122 A5 2014.7.3

【請求項３】
　一般式（５）～（８）のいずれか一つにより表わされる請求項２に記載のシリコーン誘
導体。
【化５】

（一般式（５）において、Ｘ’はいずれも一般式（４）で表わされ、ｎは０～３００００
０の整数である。）

【化６】

（一般式（６）において、Ｘ’は一般式（４）で表わされ、Ｒは、炭素数１～２２のアル
キル基、若しくはアルコキシ基、炭素数２～２２のアルケニル基、又は炭素数６～２２の
アリール基であり、ｎは０～３０００００の整数である。）

【化７】

（一般式（７）において、２ｎ個のＸ’のうち少なくとも一つが、一般式（４）で表わさ
れ、その他のＸ’及びＲ’は、炭素数１～２２のアルキル基、若しくはアルコキシ基、炭
素数２～２２のアルケニル基、炭素数６～２２のアリール基、ポリエーテル基、又は水酸
基であり、ｎは０～３０００００の整数である。）
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【化８】

（一般式（８）において、Ｘ’はいずれも一般式（４）で表わされ、２ｎ個のＸ’’のう
ち少なくとも一つが、一般式（４）で表わされ、その他のＸ’’は、炭素数１～２２のア
ルキル基、若しくはアルコキシ基、炭素数２～２２のアルケニル基、又は炭素数６～２２
のアリール基であり、ｎは０～３０００００の整数である。）
【請求項４】
　一般式（２）が、一般式（９）である請求項１に記載のシリコーン誘導体。
【化９】

（一般式（９）において、Ｒ１、Ｒ２、Ｙ、ｊ、ｋは一般式（３）と同様であり、Ｒ４及
びＲ５はそれぞれ独立に炭素数１～２２の炭化水素基である。）
【請求項５】
　Ｒ２が水素であり、Ｙがカルボキシル基である請求項１～４のいずれか一項に記載のシ
リコーン誘導体。
【請求項６】
　前記一般式（３）において、Ｒ１が炭素数１５～２３の炭化水素基である、請求項１～
５のいずれか一項に記載のシリコーン誘導体。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のシリコーン誘導体と、シリコーンとを含む組成物
。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のシリコーン誘導体と、Ｎ－アシルアミノ酸型界面
活性剤とを含む組成物。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のシリコーン誘導体の製造方法であって、下記一般
式（１０）で示されるＮ－アシル酸性アミノ酸無水物と、アミノ基を１つ以上有する変性
オルガノポリシロキサン化合物とを反応させる、上記製造方法。
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【化１０】

（一般式（１０）において、Ｒ１は炭素数１～２３の炭化水素基を表わし、Ｒ２は水素又
は炭素数１～３の炭化水素基を表わし、ｊ、ｋは０、１、２のいずれかであり、かつｊ、
ｋは同時に０ではない。）
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